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Ge-Sb-Te に代表されるカルコゲナイド半導体は、外部刺激によってアモルファスと結晶の状態

間を可逆的に遷移させることができる。このような構造変化によって光学的、電気的性質が大き

く変わることを利用した相変化型不揮発性メモリーの実現が期待されている。通常、パルスレー

ザーやパルス電源により二状態間遷移が実現されているが、より簡便な方法による相変化の確立

が求められている。そこで本研究では放電処理による局所加熱によって Ge2Sb2Te5（GST）薄膜

の相変化を誘起することができないか検証した。 

Si基板上にマグネトロンスパッタ法で厚さ 100 nmの GST層を堆積し、アモルファス GST薄膜

試料を得た。室温、大気中の環境で帯電させた鋼鉄製の針を GST 薄膜基板に近づけ放電を起こ

し、試料を加熱した。この GST薄膜基板の表面構造を走査電子顕微鏡（SEM; 加速電圧: 10 kV）

と顕微 Raman分光法（波長: 532 nm、ビーム径: 1 m、パワー: 0.4 mW/m2）を用いて調べた。 

コンデンサ（容量 2 mF）に電圧（32 V）を印加して電荷を蓄積し放電処理を行ったところ、針

直下の試料表面に直径 0.3 mm の領域で色相の変化が観察された(Figure 1(a))。その色相変化した

境界付近の SEM像を Figure 1(b)に示す。大きさ 5−10 mの島状構造が多数観察され、この結果は

放電による加熱によってGST薄膜の溶融と凝集が起こったことを示唆している。この放電処理し

た試料基板で得た Raman スペクトルを Figure 1(c)-(e)に示す。放電処理していない場所では、ア

モルファス GST に帰属されるブロードなピークが

151 cm-1に観察された（Figure 1(c)）。一方、放電処

理によって出現した島状構造では 117 cm-1 にピー

クが出現し（Figure 1(d)）、これは結晶 GSTに特徴

的に出現するラマンピークに帰属される。つま

り、放電による GST の局所的な加熱によってアモ

ルファスから結晶への相変化が起こったと考えら

れる。また、Raman 観察よりも高強度のレーザー

光（波長: 532 nm、ビーム径: 1 m、パワー: 6.8 

mW/m2）を放電処理されていない場所に 20 秒照

射した後に得た Raman スペクトルを Figure 1(e)に

示す。ここでも結晶 GSTのピークが 118 cm-1に出

現し、光照射による GSTの相変化が確認される。

一方で高波数側のアモルファス GST のピークも明

瞭に観察されていることから、この場合 GST の結

晶化が完全では無いことが示唆される。 
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Figure 1 (a) An optical microscope and (b) SEM 

images of GST/Si. (c)-(e) Raman spectra of 

GST/Si obtained at (c) the intact area, (d) the 
island formed by the electric discharge and (e) 

the area where the intense laser was irradiated. 
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